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1. はじめに 

屋内用途に向けた太陽電池では、光吸収層の

適切なバンドギャップは屋外用途と異なる。ペ

ロブスカイト化合物(PVK)は組成制御により

バンドギャップ制御が可能であるという特徴

から、ペロブスカイト太陽電池は屋内用途にお

いても有望である。一方、ペロブスカイト化合

物のワイドバンドギャップ化では、Br 量増加

によって相分離が発生する[1]。先行研究にお

いてペロブスカイト構造 ABX3 の A サイトの

Cs 含有量を増やし、X サイトに Cl を用いて Br

含有量を低減させたCs0.6FA0.3MA0.1Pb(I0.70Br0.25 

Cl0.05)3 の組成にすることでワイドバンドギャ

ップ(1.79 eV)化しつつ、相分離抑制が可能であ

ることを見出している[2]。本研究ではこの組

成のペロブスカイト薄膜の成膜条件の検討、お

よびデバイス化し、その特性の評価を行った。 

2. 実験方法 

貧溶媒を用いたスピンコート法により、

Cs0.6FA0.3MA0.1Pb(I0.70Br0.25Cl0.05)3 の組成を有す

るペロブスカイト薄膜を作製した。溶液濃度

1.6 M、DMF:DMSO=3:7、スピンコート条件

1000 rpm/10 s → 2000 rpm/30 s を基準のプロセ

スとし、それぞれの条件を変化させた際のペロ

ブスカイト薄膜のモフォロモジー状態を走査

型電子顕微鏡(SEM)を用いて評価した。デバイ

ス構造は glass/ITO/SnO2/PVK/Spiro-OMeTAD 

/Au とした。太陽電池特性は 1 sun (AM1.5G, 100 

mA/cm2)条件下および LED 照明下 (1000 lx, 

0.3056 mW/cm2)において電流-電圧(J-V)測定を

行うことにより評価した。 

3. 実験結果及び考察 

 基準としたプロセスで成膜したところ、図

1(a)に示すような膜表面に凹凸のある模様が

確認された。スピンコート条件、溶液濃度、溶

媒割合を変化させることで図 1(b)に示すよう

なモフォロジーが改善された膜が得られた。最

適化した条件で成膜したペロブスカイト薄膜

を光吸収層としたデバイスを作製した。作製し

たデバイスの J-V 曲線を図 2 に示す。低照度下

では変換効率 25.8%を記録した。本研究で光吸

収材料として用いた 3 ハライドペロブスカイ

トは相分離の影響を受けにくいため、低照度向

け太陽電池として優れた光吸収層であると示

唆される。 

図 1 ペロブスカイト薄膜の表面 SEM 像 

図 2 低照度下(1000 lx, 0.3056 mW/cm2)における

3 ハライドペロブスカイト太陽電池の J-V 曲線 
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